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【はじめに】シリコン CMOSトランジスタの微細化限界が近づく中で，高電子移動度かつ高い電

子速度を持つ InAs や InSb などの化合物半導体が注目されている．我々は高性能な化合物トラン

ジスタを開発することを目的として，障壁層として酸化耐性のある AlGaSb を用い，チャネル層

はGaAsよりも高い電子移動度を持つ InAsを分子線エピタキシー(MBE)法により結晶成長を行い，

InAs/AlGaSb ヘテロ接合トランジスタ(HFET)の作製を行ってきた[1]．今回は，Ni/Au アロイオー

ミックコンタクトによるオーミック電極のコンタクト抵抗の低抵抗化により伝達コンダクタンス

の改善を行ったのでその結果について報告する． 

【実験方法】GaAs(100)半絶縁性基板上に MBE 法を用いてヘテロ構造の成長を行った．試料構造

を図 1 に示す．バッファ層は平坦性を確保するために AlSb/GaSb 超格子を挿入している．上部お

よび下部障壁層は AlGaSb 層とし，閉じ込め効果を高めるために極薄 AlSb 層を InAs チャネル層

の下部に挿入した．オーミック電極には Ni(50 nm)/Au(100 nm)を用い[2]，電極形成後に 60秒間，

窒素雰囲気中で熱処理を行った．その後，EB蒸着法を用いてゲート絶縁膜 HfO2 (50 nm) ，ゲー

ト電極 Ti/Auを形成した．HFET 作製後，Vds – Id特性の評価を行った． 

【実験結果】図 2にオーミック電極のコンタクト抵抗と熱処理温度依存性を示す．図 2から，Ni/Au

電極は Ti/Au よりも低いコンタクト抵抗が得られ，熱処理温度が高くなるとコンタクト抵抗が低

下する傾向があることが分った．また，熱処理温度 300 ℃でコンタクト抵抗 Rc = 0.024 mmが得

られた．ゲート長 Lg = 2 mで作製した HFETの Vds – Id特性を図 3に示す．ドレイン電圧 Vds = 0.6 

V において伝達コンダクタンス 330 mS/mmが得られた．当日は，ゲート酸化物との界面準位低減

のために上部障壁層を溶液処理した実験結果についても報告する． 
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図 3. Vds – Id特性 図 1. InAs/AlGaSb ヘテロ構造 図 2. コンタクト抵抗の               

熱処理温度依存性 
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